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특허청  

청  1 

(a) 복수  돌      역  특징  역에 는 단계; 

(b) 고 트라스트 재료   역 상에 착 는 단계; 

(c)   특징  역 상에  는 단계; 

(d)      나 지   역  에만 남  도   역

거 는 단계; 

(e) 고 트라스트 재료   고 트라스트 재료  나 지   역  에만 남  도

 역  거 는 단계;  

(g)  역     나 지  거 여  역  에 남  는 고 트라스

트 재료  시키는 단계  포 는, 린트 나 리 그래    .

청  2 

 1 에 어 , 고 트라스트 재료  특징  역 상에 착 는 단계   포 는 것  특징  는

.

청  3 

 1  또는  2 에 어 ,   특징  역  거 는 단계   포 는 것  특징

 는 .

청  4 

 1  내지  3   어느  에 어 ,    역에 걸쳐  1 께  특징  역에

걸쳐  2 께  가질 수 고,  1 께는  2 께보다  큰 것  특징  는 .

청  5 

 2  내지  4   어느  에 어 , 고 트라스트 재료  특징  역  거 는 단계

 포 는 것  특징  는 .

청  6 

 1  내지  5   어느  에 어 ,    상에  재료  스 스 고, 

재료  린트 주 과 시키고,  재료  고 시킴  는 것  특징  는 .

청  7 

 1  내지  5   어느  에 어 ,   스 -  공 에  는 것  특징  

는 .

청  8 

 1  내지  7   어느  에 어 ,   는 것  특징  는 .

청  9 

 1  내지  8   어느  에 어 ,   다  에  도  갖는 어도 개  다  들

  포 는 것  특징  는 .

청  10 

 9 에 어 , 다  들  나는 평탄  고  다  들  또 다     것
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 특징  는 . 

청  11 

 9 에 어 , 다  들  어도  사 에  드 마스크   포 는 것  특징  는 

.

청  12 

 11 에 어 , 다  들  나는 평탄  고  다  들  또 다     것

 특징  는 .

청  13 

(a) 복수  돌      역  특징  역에 는 단계; 

(b) 고 트라스트 재료   역 상에 착 는 단계; 

(c)  재료   상에 스 스 고,  재료    특징  역과 겹쳐  린트 주 과

시키 , 린트 주   역과 겹쳐  주  그 역에  고 특징  역과 겹쳐  주

그 역에  실질  ,  역 상에  재료  고 시키    재료  사

  역 상에  는 단계;

(d)      나 지   역  에만 남  도   역

거 는 단계; 

(e) 고 트라스트 재료   고 트라스트 재료  나 지   역  에만 남  도

 역  거 는 단계;  

(g)  역     나 지  거 여  역  에 남  는 고 트라스

트 재료  시키는 단계  포 는, 린트 나 리 그래    .

청  14 

 13 에 어 , 고 트라스트 재료  특징  역 상에 착 는 단계   포 는 것  특징  

는 .

청  15 

 14 에 어 , 특징  역  고 트라스트 재료  거 는 단계   포 는 것  특징

는 .

청  16 

 13  내지  15   어느  에 어 ,   다  에  도  갖는 어도 개  다  

들   포 는 것  특징  는 .

청  17 

 16 에 어 , 다  들  어도  사 에 드 마스크  가시키는 단계   포 는 것  특징

 는 .

청  18 

 1    2  가진 본체;

 1  는 특징  역  갖는   갖는, 본체   1 에  몰드; 

 마크  에만  고 트라스트 재료  갖고, 복수  돌    , 특징  역

   에    마크  포 는,  상에   재료  

 린트 주 .
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청  19 

  18 에 어 , 고 트라스트 재료는 주  본체 는 다   갖는 것  특징  는 주 .

청  20 

 18  또는  19 에 어 ,  내에 고 트라스트 재료 에  보   포 는 것

특징  는 주 .

청  21 

 20 에 어 , 보  SiO2, 비 질 Si, SiN2, Al2O3,  SiC  는  는 것  특

징  는 주 . 

  

 술  

 원  상  참[0001]

본 원  2010  2월 5  원  미  가 원 61/301,895  우  주 , 것   그 체가[0002]

본원에 참고 료  포 다.

 경  술

나 -  100 나 미   도  특징  가진    포 다.  나 -  상당[0003]

 미 는  도는 집  가공 다.  도체 가공 산업  생산    계  차

가 고 는 편,  에 는 단  당  수는 가 고 다.  라 , 나 -  

지고 다.  나 -     특징  수  계   동시에  큰 공  어

공 다.  나 -  사 었  다  개  들  생 공 , 술, 계시스  등  포 다.

 사 고 는 시  나 -  술  통상 린트 리 그래 라고 린다.  시  린트 리[0004]

그래  공  미  특허공개 2004/0065976 , 미  특허공개 2004/0065252   미  특허 6,936,194

 같  많  공보들에 상  술 어 , 들   본원에 참고 료  포 다.

상  언  미  특허공개  특허  각각에 개시  린트 리 그래  술  ( ) 에 릴리[0005]

  는 것과 릴리  에 는   에 사 는 것  포 다.   

스 지에 결 어, 원 는  얻   공  게  수 다.  공  

과 격 어 는 주   주 과  사 에 는  체  사 다.   체는 고 어

   체  는 주   상과 는  가진 단단   다.  고  후,

주  단단   리 어 주 과  격 다.  다 에, 과 고  에 가  공  

여 고  에 는 에 는 릴리  미지  에 사 다.

 내

과  결 수단

고 트라스트 재료  갖는  마크  갖는 주   , 그리고 러  주    사  [0006]

   시스  공 다. 

 태에 , 린트 나 리 그래   다. 돌   가   역  특징[0007]

 역에 고, 고 트라스트 재료가 어도  역에 걸쳐 착 다. 다 에   특징  역

상에  다. 그 다 ,   는   나 지   역  에만 남

도   역  거 다. 마찬가지 , 고 트라스트 재료  는 고 트라스트 재료  나 지

  역  에만 남  도   역  거 다. 그 다   역  에

  나 지  거 여  역  에 남  는 고 트라스트 재료  시킨다.

다  태에 , 고 트라스트 재료는 특징  역 /또는   상에 착  수 거나 또는 고 트라[0008]

스트 재료는 특징  역  거  수 다. 또 다  태에 ,    역에 걸쳐  1 
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께  특징  역에 걸쳐  2 께  가질 수 고,  1 께는  2 께보다  크다.

 상  태에 ,    상에  재료  스 스 고,  재료  린트 주 과 [0009]

시키고,  재료  고 시킴   수 다. 다  태에 , 린트 주   역과 겹쳐

 주  그 역에   수 고 특징  역과 겹쳐  주  그 역에  실질   수 

어 ,  재료  사 는 것   역 상   재료  고 나  재료는  역에  

지  거나  단지   어,  라  그것  나  거  쉽게  도  다.  욱  다

태에 ,   스 -  공  사 여  수 다.

다  태에 ,   다. 욱 다  태에 ,   다  에  도  갖는 어도[0010]

개  다  들  만들어질 수 다.

다  태에 ,  들   나는  평탄   에,  또  다    다.   상[0011]

태에 , 다  들 사 에 드 마스크가  수 다.

 상  태에 , 본체  본체    상에    갖는 몰드  갖는 린트 주[0012]

 공 다. 몰드는 특징  역과  마크  갖는   가지 ,  마크는 특징  역

에 다.  마크는 복수  돌    포 고 고 트라스트 재료는 에만 다.

 태에 , 주  고 트라스트 재료는 주  본체 는 다   갖는다. 다  태에 , 보[0013]

 내에 고 트라스트 재료에 걸쳐 다.

여  술  태  실시는 상  것  식   수도 다. 다  태, 특징,  들  [0014]

 상  , 도   특허청   것 다.

도  간단  

본  특징  들  상   수 도 , 본  체   체   첨  도[0015]

에 시  체 들  참 여 루어질 수 다.  그러나, 첨  도  본   체  

시  뿐 , 본   는 것  생각 어 는  고, 본  다  동등 게  

체 들에 도  수 다는 것에  다.

도 1  리 그래  시스  단순  도  시 다.

도 2는   에 는, 도 1에 시   단순  도  시 다.

도 3a-3i는 고 트라스트  마크  갖는 주  시   시 다. 

도 4a-4b는 고 트라스트  마크  갖는 주  또 다  시   시 다.

도 5a-5d는 고 트라스트  마크  갖는 주  또 다  시   시 다.

도 6a-6e는 고 트라스트  마크  갖는 주  또 다  시   시 다.

도 7  고 트라스트  마크  갖는 주      어도  에  도  변

경시키는  시 다.

도 8  도 3 내지 7  에 라  주  시  사  시 다.

도 9a-9b는 고 트라스트  마크  갖는 주  또 다  시   시 다.

 실시   체  내

도 , 특  도 1  보 , (12) 에 릴리   는  사 는 리 그래  시스 (10)  시[0016]

다.  (12)   척(14)과 결  수 다.  시  ,  척(14)  진공 척 다.  그러나, 

척(14) , 는 것  니지만, 진공, -타 , -타 , ,  /또는 타 등등  포 는

어  척  수 다.  시  척들  미 특허 6,873,087 에 재 어 고, 것  본원에 참고 료

포 다.

(12)과  척(14)  스 지(16)에   지지  수 다.  스 지(16)는 x, y  z  라[0017]

병진  /또는    공  수  다.   스 지(16),  (12)    척(14)  또

스(도시 ) 에  수 다.
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주 (18)  (12)  격 어 다.  주 (18)   1 과  2  갖는 본체  포  수[0018]

,   거  (12)   연 는 사(20)  갖는다.  사(20)는 그 에 

(22)  갖는다.  사(20)는 또  몰드(20)라고도  수 다.  또는 달리, 주 (18)  사(20) 없  

 수 다.

주 (18) /또는 몰드(20)는, 는 것  니지만, -실리 , , 규 ,  체, 실 산 [0019]

체, 규산 리, 루 본 체, , 강  사 어 /또는 타 등등  포 는 재료  

수 다.  시  ,  (22)  복수  격  (24) /또는 돌 (26)에   특징

 포 지만, 본  체 는 러  태(  들어, 평  )에 지는 는다.  

 (22)  (12) 에    는 어  원   수 다.

주 (18)  척(28)에 결  수 다.  척(28) , 는 것  니지만, 진공, -타 , -타 , ,[0020]

 /또는 다  사  척 타   수 다.  시  척들  미 특허 6,873,087 에  

술 어  ,  것  본원에  참고 료  포 다.   또 ,  척(28)  린트  헤드(30)에  결  수

,  척(28) /또는 린트 헤드(30)가 주 (18)  움직  게 도   수 다.

시스 (10)  체 스 스 시스 (32)   포  수 다.  체 스 스 시스 (32)  사 여 [0021]

(12) 에  재료(34)(  들어,  재료)  착  수 다.   재료(34)는 드  스 스,

스 , , 착(CVD), 리 착(PVD), 막 착, 후막 착 /또는 타 등등과 같  술  사

여 (12) 에  수 다.   재료(34)는 계 고 사 에 라  몰드(22)  (12) 사

에  가  에 /또는  후에 (12) 에  수 다.   재료(34)

는 -도 , 태 지 산업, 리 산업 /또는 능  나 가  다  산업들에  도

가진 능  나  수 다.   들어,  재료(34)는 미 특허 7,157,036   미  특허공개

2005/0187339 에 술    포  수 , 들   본원에 참고 료  포 다.

또는 달리,  재료(34)는, 는 것  니지만, 생 재료(  들어, PEG), 태 지 재료(  들

어, N-타 , P-타  재료) /또는 타 등등  포  수 다.

도 1  2  보 , 시스 (10)  경 (42)  라 에 지(40)  보내도  결  에 지원(38)   포[0022]

수 다.  린트 헤드(30)  스 지(16)는 주 (18)과 (12)  경 (42)  겹쳐  도  

수 다.  시스 (10)  스 지(16), 린트 헤드(30), 체 스 스 시스 (32) /또는 에 지원(38)

과 통신 는 (54)에   수 , 리(56)에  컴퓨  독가능  그램

동  수 다.

린트 헤드(30), 스 지(16)  어느 나, 또는  는 몰드(20)  (12) 사  거리  변 시[0023]

 들 사 에    수 ,  가  재료(34)  채워진다.   들어, 

린트 헤드(30)가 주 (18)에  여 몰드(20)가  재료(34)   수 다.   가

 재료(34)  채워진 후, 에 지원(38)  에 지(40),  들어  생   재료(34)

(12)  (44)    (22)  과 시  고  /또는 가 결 시키고,  

(12) 에  (46)  다.   (46)  돌 (50)  (52)  도시  복수

특징    (48)  포  수 , 돌 (50)는 께 t1  갖고,   께 t2  갖는다.

술  시스   공  미 특허 6,932,934 , 미 특허 7,077,992 , 미 특허 7,179,396   미[0024]

특허 7,396,475 에 언  린트 리 그래  공   시스 에도 또  사  수 , 들  

그 체가 본원에 참고 료  포 다.

 마크는  상   에  사  게    재료(34)  린 에 [0025]

 주 (18)  (12)  는  도움   수 다.  사  에 도움   수 는 시

 시스   공  또  미  특허 7,837,907 , 미  특허 7,780,893 , 미  특허 7,281,921 ,

미  원 11/373,533 , 미  특허 7,136,150 , 미  특허 7,070,405 ,  미  특허 6,916,584

에 술 어 고; 것들   여 에 그 체가 참고 료  포 다. , 래 술 내에 , 

들  마크는  실리 에 에  수 고, 매질   재료(34)  사   갖는다. 런 

,  마크는 가시    재료(34)  리 어 남 어  다.  들 , 여 에 참

고 료  포 는 미  특허 7,309,225 에  술 는  같 ,  재료(34)   마크

리   트 가 사  수도 다. 그러나, 트    량  공간   

 도체 스크라 브 보다  크다.  들 , 트  폭   마크  간  거 는
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 에지 사   거리는  스크라 브 보다  많  공간  다. 

가 , 러  트  공  균   지  특징  도가   수 는 - 계  평탄[0026]

(CMP) /또는 에  공 과 같   공 들에  수 는 (12) 상  큰 개  공간들  가  수

다. 트  역  또  결 에 주  다.

러  트  또는 큰 개  공간들에   경감  ,  마크는 고 트라스트 재료  [0027]

수 다.  마크    사  고 트라스트 재료는  재료(34)  다   가질 수

다. 런 , 들  마크는  공    재료(34)  재 에 가시  수 다. 

고 트라스트  마크는 주 (18)  주 특징  같  단계에   수 다. 같  단계에  [0028]

,   차는  수 다. 들  마크는  (12)에  주 특징

 실질  같   에 다. 

여 에 참고 료  포 는 미  특허 공개 2010/0092599 에 술   같 , 고 트라스트 마크  어[0029]

   주 과 실질  같  단계  동 에 어 만 다. 주  고 트라스트

 마크      사 는 것  매우 어 운 5 내지 32nm  특징  포  수

다. 또 , 고 트라스트  마크  에 가   드 마스크    께는 주 특징

   드 마스크    께  다  수 다. 

도3a-3i는  마크  갖는 주  고 트라스트 재료  는 시   시 다. 시  [0030]

 마크  (12) 상   보여주지만,   그 다  그 체가 주   것 라

는 것  당업 에게  것 다. (58) 상에   마크(60)  특징 (24a  26a)   단

단계  수  수 다. 그러나, 고 트라스트 재료(HCM)는 별도  (62)  공  수도 다. 것

HCM  재료 또는   또는   건에   가 없  에 리 다.

HCM (62)  특징 (24a  26a)  주  에 등사(conformal) 착  공  수 다.  마크

(60)는  2 리 그래  단계에  차폐  수 다.   2 리 그래  단계는  마크(60)  택  

복  공  수도 어 , 거 공  후,  마크(60)  단지 가 HCM  포  수 다. 

도3a  참고 , (58)  그 에  드 마스크(68)   1   (46a)   수도 [0031]

다.  1   (46a)   1 리 그래  공   특징 (24a  26a)   마크(60)

포  수 다.  리 그래  공   들어 , 도 1  2  여 술  시스 (10)  공 들

사 는, 빔 린 ,  리 그래 ,  리 그래 , 나 린트 리 그래 , 등  포 나,

에 지 는 어   도  수 다.  마크(60)  특징 (24a  26a)는 같  

께 t1  가질 수 다. 

특징 (24a  26a)   마크(60)   (58)  들   역(64)  주 특징  역(66)[0032]

  수 는 ,  역(64)   마크(60)  포 고 주 특징  역(66)  주  특징

(24a  26a)  포 다. 도 3b  참고 , 특징 (24a  26a)   마크(60)는 (58)에 에 다.

특징 (24a  26a)   마크(60)  에  업계에  진 여러가지 드라 에  공 들  달  수 

다. 

도3c  참고 , HCM (62)   역(64)  어도  /또는 주 특징  역(66)  어도  [0033]

에 착  수 다. HCM (62)  탄탈, 스 , 탄 규 , 비 질 규 , 크 , 질 크 , 몰리브 , 몰리브

 규 , 티타늄, 질 티타늄, 등  포 나, 들에 지 는 재료   수 다. HCM (6

2)  략 2 nm 내지 50 nm  께  가질 수 다. 

HCM  (62)  착  등사 거나 또는 지 (directional)  수 다.  들 ,  체 에 , HCM [0034]

(62)  도 3c-1에 시   같 ,  마크(60)   내에 지  착  수 다. 또 다  체

에 , HCM (62)  도 3c에 시   같 , 체  역(64)  체 주 특징  역(66) 에 등사

착  수 다. 

 체 에 , HCM (62)  주 특징  역(66)  포 는 체  역 에 착  수 고 후[0035]

 단계에  택  거 다. 러  택  거는 주 특징  역(66) 내  특징  수에 실질

  미 지 고 공  수 다. 크게 택  에  공  사  수 다.  들 , XeF2 체가

사  수 는  그것    실리  에 극  변  주지 고  실리  
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 비 질-Si, Ta, TaN, MoSi, MO,  W  거에 과  다. 또 , RIE Cl2 또는 O2 재  드라

에  공 들   실리   Cr, CrN,  CrO  거    택  나타내었  에

그것들  사  수 다. 게다가, 습식 에  공  Cr7s Chrome 스트리  같   실리  택

 HCM  거   사  수 다. 

도 3d-3i는 체  역(64)  체 주 특징  역(66) 에 HCM (62)  등사 착에  공[0036]

또  시 다. 공  또  도 3c-1에 사   같 ,  역(64) 에 지  착 고 주 특징

 에 착 지 는 HCM 에  수  식  것 다. 

도 3d에 시   같 , (46b)  도 1  2  여 술  시스 (10)  공 들  사 여 체[0037]

 역(64)  주 특징  역(66) 상에  수 다. (46b)   역(64)  주 특징  역(6

6)  특징 들  채운다.  들 , (46b)   마크(60)   채운다. (46b)   역(64)

에  1 께 t3  주 특징  역(66) 에  2 께 t4  가질 수 다.  1 께 t3는  2 께 t4보

다  크거나 실질   커   마크(60) 에   재료  나 상  블  역(70)  

다.  들 ,  역(63)에  (46b)   1 께 t3는 략 50 내지 300nm  고, 주 특징

역(66)에  (46b)  께 t4는 블  역(70)  는 략 0 내지 100nm   수 다(t4  께

는 실질   수 는 , 도 1에 나타낸 체 스 스 시스 (32)   역(64))   타겟

 수  다). 는, 다  리 그래   (46b)  블  역(70)    사

 수 다.  들 , (46b)  도4a에 시   같 ,  역(64)  주 특징  역(66) 에 스

   평탄  지스트  수 다. 블  역(70)  도 4b에 시   같 , 주 특징

역   (46b)  거    리 그래  가공처리에   수 다.  

역  는 지스트는 다 에 에 에   거  수 고, 고 트라스트 재료(HCM)는  술

  같 ,  역   고 실질  거  수 다. 

어  경우에는, 주 특징  역   택  에  공  갖는 재료(90)  채우는 것  리  수도 고[0038]

도 5a 내지 5d에 나타낸  같  쉽게 거  수 다. 것  리   는 주 특징  역에  재

료가  역과 비 여 주 특징  역에  상당    스 트 비   거 가  어 운

경우 다.  경우에, 재료(90)   1  주 특징 에 고  2 재료(46c)는  역  도  

다.  1 재료는 다 에  역   2   에  주 특징  역  

거 다.  1   2 재료  거는 단지  역  들  도 3h  사 게 보  지 계

수 다.

도 6a-6e는  역 에 욱  보  가   가능  또 다   나타낸다.  경우에 [0039]

역   재료(46c)  시  드 마스크(100)에  보 다. 주 특징  역  는 재료(9

0)는 다 에  역   보  께  거 다. 그 다 , 시  드 마스크는 거 어

 고  마크  는 재료는 도 3f-3i  사 게 가공처리  수 다. 

, 도 5a  5b, 또  도 4a  4b에 공   스 -  지스트, 크,  상 공  특[0040]

징짓는다. (46c)  실질  균  께  갖는 (46c) 내에   역(64)   역(66)

에  수 다. 블  역(70)  (46c)  들  후  거에   수 다. 블  역(70)

린 ,  린 , 근  린 , 원 린 ,  쓰 , e-빔 쓰 , 등  포 나 에 지

는 다  술들에   수 다는 것  주  다. 

블  역(70)  (46c)  들  후  거  동 에  마크(60)  가 차폐  공  수 다. [0041]

들 ,  2 리 그래  공  동 에 도 3e-3g에  (46b)  단계식 거(  들 , 스컴 에 )에  

시   같   마크(60)  택  복  공 다. 택  복   마크(60)   내에

 재료 (72)  가  수도 다.  재료 (72)에  차단 지  HCM (62)  들  그 다

 도 3h에 시   같  스트립  수도 다. 가 ,  재료 (72)  거 어, 도 3i에 시

 같   마크(60)   내에만 단지  HCM  (62)  갖는  마크(60)   수도

다.  마크(60)  특징 (24a  26a)는 같  께 t1  가질 수도 다.

도 3i  (58)  린   주  사  수 다. 도 8  단지  마크  에 HCM [0042]

(62)  는  마크(60)  갖는 몰드(18a)  갖는 주  사 는 시  린  공  시 다.

린  공  도 1  2  여 술  공 들과 사  수 다.  재료(34)는 몰드(18a)  
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(12) 간  갭  채운다. HCM (62)    마크(80)  사 여 주 (18a)  (12)과 는 

에 어   마크(60)에  가시  공 다. 

 내에  HCM (62)  갖는  마크(60)는 도 1  2  여 술   같  린  동[0043]

에  재료(34) 내에 매   마크(60) 도  수 에  가시  공  수 다.

런 ,  마크(60)는  들어  트  또는 다  큰 개  통  같 ,  재료(34)

 리 는 것  지  수도 다. 러  체 벽 특징  거는 체 린트 스크라 브 폭

 실질  감 시키고, 는 도체 가공처리  통   통  공 , CMP  에  균

에   감 시킬 수 고, /또는 타등등 다. 또 , HCM   마크  에  또는 돌

상에   재  보다  마크   내에  에, HCM  린  동 에 주 과 

 사   간격 또는 갭  상 지 는다. 것    께  가지고  린

는 것  허 다. 그리고  언   같 , HCM  주  는 것   지

 에, HCM   주  재료   능 특 에   가 없다. 

주 (18a)   수  연 시키  , 주  린 에 사  , 또는 클리닝  시킬 , 등  [0044]

HCM  열 는 것  보    내  HCM  에 보    수 다. 보

 SiO2, SiN2, 또는 Al2O3, 또는 타  같  산  또는 질    수 고, 또는 비 질 Si 또

는 SiC, 또는 타   수 다. 보  도 9a에 사   같 , (46)  에 , HCM

(62) 에  수 고, 그 다  후  가공처리  통   거 어  보  재료가 도 9b

에 나타낸  같   마크  에 만 재 게 다. 

도 5a-5d는  마크(60)   내에 HCM (62)  는 또 다   시 다. , 평탄[0045]

 (90)   역(64)  주 특징  역(66) 상에  수 다. 평탄  (90)  린트 리 그래

 공 , 스 -  공 , 또는 타  사 여 시킬 수 다. 평탄  (90)   1 에  도  가질 수

다.  (46c)  도 1 내지 3과 여 술  술  시스  사 여 평탄  (90) 상에

 수 다.  (46c)   2 에  도  가질 수 다. 평탄  (90)   1 에  도는

 (46c)   2 에  도보다   수 고, 런 , 택  에  각 재료에  

공  수 다.  들 ,  재료(  들 , m BARC, PBS 지스트), 등 다.  들 , 가 결  폴

리  비 여 2 내지 10    에  도  공 는 재료가 사  수도 다.

도 6a-6e는  마크(60)   내에 HCM (62)  는 또 다   시 다. 도 5a-5d  사[0046]

게, 평탄  (90)   1  에  도  가질 수 고  (46c)   2  에  도  가질 수

다. 평탄  (90)과  (46c) 사 에 드 마스크 (100)   수 다. , 드

마스크 (100)   (46c) /또는 평탄  (90)  거  동 에  역(64)  차폐  공

 수 다. 

도 7  택  에  도  갖는 (46d)  공 는 또 다  시   시 다. , 린트[0047]

마스크(120)가 (46d)    시키   사  수 다.  들 , 린트 마스크

(120)는 (46d)  주 특징  역(66)   시키   사 어 주 특징  역(66) 에

(46d)   역(64)에  (46d)과 비 여  에  도  나타낸다. 린트 마스크(120)  

1  다  들에 는 게 남   도 감 (122)  는 에 는 마스크  실질

 게 만드는 도 감 (122)  포  수 다. 도 감 (122)  주 특징  역(66)  

어  (46d)  에 지에  , 도 감 (122)  주 특징  역(66) 내  (46d)  

감 시키고, (46d)  복사 에    마크(60) 내에  고 게 나 (46d)  실질 는 고

지 게 다. 택  도 감 는 라  주 특징  역(66)  에  도  가시킬 수 다. 여

술  것들과 같  거 술  어  사 어  내에 HCM (62)  갖는  마크(60)  공 다. 

여러가지 태들  욱 변    체 들  본 에 비 어 당업 들에게 다. 라 , [0048]

 시 만 어  다. 여 에 나타내고 술  태들  체 들   취  는 것

  다. 들  재료는 여  시 고 술  것들  체  수 고,   공 들  역

  수도 고, 어  특징들  독립   수 ,  본   갖게  후 당업

에게  것 다. 다  특허청 에 술  개 과  어나지 고 여  술  

들에 변  가  수 다.
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